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注入离子的俘在。我们现在的短寿命放射性离子预备性实验的目标是把这些离子注入E

在研究的离子陷阱中。要把离子无限期地存贮在任何存贮装置中必须满足两个条件。第一个条

件是所加电磁场的位形必须有利于离子存贮。这一点可以用四极场和其它合适的场结构得到。

第二个条件是稳定的离子运动的轨迹不应当与任何电极结构相交。为满足后一条件， 离子的

初始位置必须在约束电极结构限制的体积内的一定区域。这里"初始"是指俘获电场开始对离

二于起影响的特定时刻。对于内部产生的离子，初始时刻就是离子产生出来的时刻。然而，对

三F在俘获结构之外产生的注入离子，初始时刻与注入的模式有关。当离子连续注入，那就是

说，一连续离子束注入进一直加有俘获电磁场的陷阱，则离子的初始位置就是注入孔。象这

样的初始位置通常是在可能无限期约束离子的区域之外。另一方面，对于脉冲离子注入，那

就是说，低能的脉冲离子束在俘获电磁场加之前注入陷阱，注入离子的初始位置可以选在离

子被无限期俘获的有限区域内。文章将讨论数值计算和我们布鲁克海温国立实验室的实验布

置。

简谱束缚离子的光谱。多普勒效应产生的旁带对称地位于存贮离子的吸收或发射谱线的

两边。在跃迁的天然线宽远小于离子的运动频率时，过程描述如下 z 由于巳调制的多普勒频移，

在其静止框架中共振频率为的，在实验室框架中运动频率为凶的离子，受到锐频率 ω 的实

验室光场辐照时，历经多种频率， ω饨 ω十nωz 其中 n=O ， 1 , 2，……。当调谐频率ω时，对

各 n 值的 ωJ 依次变成 ω饵 ω。， 各种级和强度的旁带都观察到。文章将讨论平面驻波和行

波两种情况下，离子温度和激励场结构的影响，把由于缓变离子频率均和被贮存的 3He+ 离

子的回旋频率 ωe 形成在微波区域观察到的旁带谱将与理论进行比较。激光激励的情况表明，

当高斯光束沿 z 方向辐照时， z 向和 r 向运动引起的旁带都出现。把热原子云作的实验结果

外推到简谐束缚辐射体的情况，说明存贮离子的旁带谱与辐射冷却存在联系。

结论。以组合模式运转的四极离子陷阱最有利于连续离子束的注入，而彭宁陷阱结构最

适宜于脉冲离于注入.简谐束缚存贮离子的旁带谱可用于监视离子温度.
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